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DAFTAR ISTILAH 

Adhesif : Sifat yang dimiliki oleh bahan perekat untuk mengikat dua 

permukaan bersama-sama. 

Afinitas : Kecenderungan suatu unsur atau senyawa untuk 

membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. 

Atom substitusional : Atom yang menggantikan atom lain dalam struktur kristal 

padatan logam dengan struktur atom yang sama. 

Celah Pita/Band Gap : Celah pita atau band gap adalah perbedaan energi antara 

bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi 

dalam bahan semikonduktor. 

Chip : Sebuah jenis utama dari rangkaian terintegrasi yang 

digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mikroprosesor, 

pengontrol mikro, RAM statis, dan sirkuit logika digital 

lainnya. 

CMOS : Singkatan dari Complementary Metal Oxide 

Semiconductor atau dalam bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi Semikonduktor Oksida Logam 

Komplementer. 

CVD : Chemical Vapor Deposition (CVD) adalah metode 

deposisi vakum yang digunakan untuk menghasilkan 

bahan padat berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi. 

DLC : Diamond Like Carbon (DLC) adalah lapisan tipis karbon 

yang memiliki sifat mirip dengan berlian. 

Efek Kerr : Perubahan indeks bias suatu bahan yang disebabkan oleh 

medan listrik yang diterapkan pada bahan tersebut. 

Efek Raman : Fenomena dalam spektroskopi di mana cahaya yang 

tersebar oleh suatu bahan memiliki panjang gelombang 

yang berbeda dari cahaya yang datang. 

Fotonik : Bidang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan optik 

dan rekayasa optik, terutama yang berhubungan dengan 

partikel foton dalam spektrum cahaya. 

FWHM : FWHM adalah singkatan dari Full Width Half Maximum. 

FWHM digunakan untuk mengukur lebar distribusi 

intensitas pada setiap titik data dalam suatu kurva atau 

spektrum. 

Implantasi Ion : Proses di mana ion diakselerasikan dan diarahkan ke 

permukaan bahan untuk mengubah sifat-sifat material 

tersebut. 



xiv 

 

Interstisial : Atom yang terletak di antara atom-atom lain dalam 

struktur kristal. 

Ion Channeling : Teknik kuantitatif yang kuat untuk mempelajari evolusi 

cacat yang diinduksi oleh iradiasi ion dalam material 

kristal tunggal. 

Ion Straggle : Fenomena di mana ion yang diimplan ke dalam bahan 

menyebar secara acak di sepanjang jalur implantasi, 

sehingga menghasilkan distribusi yang tidak sempurna 

dari ion di dalam bahan. 

Iradiasi Proton : Proses pengiradian suatu bahan atau jaringan dengan 

menggunakan partikel proton. 

Koefisien Gesek : Besaran yang mengukur besarnya gaya gesek yang terjadi 

antara dua permukaan yang bersentuhan. 

Nanokristal : Sebuah bahan yang terdiri dari partikel-partikel kecil 

dengan ukuran di bawah 100 nanometer (nm) dan 

memiliki sifat-sifat yang berbeda dari bahan yang sama 

dalam bentuk makroskopik. 

Optoelektronik : Studi dan aplikasi perangkat dan sistem elektronik yang 

menemukan, mendeteksi, dan mengontrol cahaya, 

biasanya dianggap sebagai sub-bidang fotonik. 

Photoluminescence  : Alat digunakan dalam karakterisasi sifat optik dan 

elektronik dari material.  

Piranti Optik : Sebuah perangkat elektronik yang menggunakan cahaya 

atau sinar untuk mengirimkan atau menerima informasi. 

Raman Conversion : Proses mengubah antara pergeseran Raman dalam satuan 

bilangan gelombang (cm-1) menjadi panjang gelombang 

(nm) atau sebaliknya. 

Rare Earth Doping : Proses menambahkan unsur tanah jarang (rare earth) ke 

dalam material inorganik untuk mengubah sifat-sifat 

material tersebut. 

Rekasyasa Dislokasi : Suatu proses yang melibatkan manipulasi dan 

pengendalian dislokasi dalam material untuk 

mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan strukturalnya. 

Resolusi Spasial : Ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat terekam 

pada data digital maupun pada citra. 

Silika : Senyawa kimia yang terdiri dari silikon dan oksigen 

dengan rumus kimia SiO2. 
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Spektrum : Rentang atau kumpulan dari berbagai jenis gelombang 

atau sinyal yang memiliki karakteristik tertentu. 

ULSI : Ultra Large-Scale Integration (ULSI) adalah sebuah 

teknologi integrasi skala besar yang mampu menanamkan 

jutaan transistor pada sebuah chip semikonduktor silikon 

tunggal.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Fotonik silikon adalah bidang yang menarik dan berkembang pesat dan 

memegang masa depan untuk pembuatan chip komputer dan telekomunikasi 

dengan integrasi komponen optik dengan elektronik. Pada saat ini ada juga 

kebutuhan mendesak untuk membuat pemancar optik berbasis silikon yang 

kompatibel dengan teknologi ultra large scale integration (ULSI) yang digunakan 

dalam fabrikasi sirkuit tertentu. Terlepas dari celah pita tidak langsung silikon, 

yang membuatnya tidak cocok sebagai pemancar optik, dalam dekade terakhir 

berbagai pendekatan telah dicoba untuk mencoba menghindari batasan celah pita, 

sehingga mengubah silikon sebagai bahan yang aktif secara optik. Diantara 

metode yang berhasil dan menjanjikan untuk memperoleh emisi cahaya dari 

silikon adalah manipulasi pusat cacat titik aktif-optik untuk menghasilkan emisi 

pada panjang gelombang tertentu seperti pada 1280 nm yang disebut G-centre. 

Emisi  G-centre  pada  1,28  𝜇m  berada  dalam  kisaran  spektrum  yang  sangat  

penting  dalam  pekerjaan  jaringan  serat  optik  jarak  jauh  dan  karena  berada  

di  bawah  energi  celah  pita  Si (Abdul Razak dkk., 2020). 

 Pada penelitian sebelumnya, selain dari manipulasi emisi G-centre telah 

banyak pendekatan yang dilakukan di antaranya Raman Conversion, silikon yang 

teregang yaitu rekayasa dislokasi, dan nanokristal dengan atau tanpa rare earth 

doping seperti erbium (Er) (Lourenço dkk., 2019). Dalam penelitian ini, akan 

dilakukan teknik baru untuk mendapatkan intensitas tinggi dari silikon dengan 

mengoptimalkan parameter kontrol pada teknik yang tersedia dari industri CMOS 

seperti implantasi ion dan rapid thermal annealing. Pengujian karakter parameter 

kontrol pada implantasi ion dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran 

photoluminescence (PL). Penulis membuat judul “Ekstraksi Cahaya Dalam 

Silikon untuk Pengembangan Sumber Optik yang Efisien” dengan harapan dari 

penelitian ini dapat menghasilkan perangkat LED yang lebih efisien atau 

sebanding dengan pemancar cahaya tingkat III-V komersial pada saat ini. 

Penelitian ini juga berguna sebagai pengenalan teknik untuk mendapatkan emisi 
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dari silikon yang benar-benar kompatibel dengan teknologi CMOS yang matang, 

sehingga menyelesaikan permasalahan dari semua sistem fotonik berbasis silikon. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengkarakterisasi pancaran emisi cahaya dari silikon yang 

telah di implan karbon dengan menggunakan pengukuran 

photoluminescence (PL)? 

2. Bagaimana perbedaan karakteristik dari pancaran emisi cahaya silikon 

yang telah di implan karbon sebelum dan sesudah dilakukan proses 

annealing pada sampel silikon? 

1.3. Batasan Masalah 

 Penggunaan pengukuran photoluminescence (PL) untuk mengukur dan 

mengkarakterisasikan emisi cahaya dari silikon yang telah di implan dengan 

karbon dan penggunaan pengukuran photoluminescence pada sampel setelah 

dilakukan proses annealing pada sampel silikon yang telah di implan dengan 

karbon. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengkarakterisasi pancaran dari silikon yang telah di implan karbon 

dengan menggunakan pengukuran photoluminescence (PL) 

2. Mengetahui perbedaan karakteristik dari pancaran emisi cahaya silikon 

yang telah di implan karbon sebelum dan sesudah dilakukan proses 

annealing pada sampel silikon 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Mengoptimalisasi dan karakterisasi teknik implantasi ion baru untuk 

memperoleh emisi dari silikon yang benar-benar kompatibel dengan 

teknologi CMOS yang matang 

2. Mengetahui komposisi implan karbon yang efisien untuk dipakai pada 

piranti optik 
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